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REFERAT

YSPE/X kiit.% GaAsTe (x=0;2;6) va YSPEWKit.%GaAs
(x=0;2;6) torkibli kompozitlordo optik udulmalar 6yranilib.
Udma omsalmm va o?nm fotonun enerjisinden asililiglari
todqiq edilib. Almmig naticolors osasan  kompozitlorin
gadagan olunmus zonalarmin eni vo diiz va ¢op Kegidlorin

enerjilari hesablanib.

GIRIS

Adaton yeni doldurucular kompozit materia-
lin praktiki istifado mumkdnliydnin genislonmo-
sing getirib ¢ixarir. Bu ndqteyi-nazordon polimer-
yarimkegirici doldurucu kimi polimer kompozisiya
materiallari xiisusi maraq kosb edir. Yarimkegirici
doldurucularin polimer matrisaya daxil edilmosi
onun qurulusunun va Xassalorinin doyismasina go-
tirib ¢ixarir. Bu aspektdon yiiksak sixligli polietilen
(YSPE), GaAs vo GaAs<Te> yarimkegirici birlog-
moalari asasl kompozitlor maraq kasb edir. Bu ma-
teriallardan polimerlar (igtin modifikasiya edan sla-
valor kimi istifado edilmasi fargli elektrofiziki, di-
elektrik, istilik, optik luminessent vo mexaniki xas-
soli yeni kompozitlorin istehsalma gotirib ¢ixara
bilor. Qeyd etmok lazimdir ki,adobiyyatda bu
kompozitlorin optik xassalorinin tadqiqmne dair ki-
fayat godor elmi molumatlar yoxdur [1,2]. Baxilan
mogalods YSPE/GaAs va YSPE/GaAs<Te> kom-
pozitlorinin xassalorinin tadgiginin naticalori veril-
misdir.

TOCRUBI HiSSO

YSPE tozlarindan vo GaAs, GaAs<Te>
yarimkegiricilorindon mexaniki garisdirma yolu ilo

homogen qarisiq alinmisdir. Homogen qarisiq
T=140°C temperaturda 15 dog. saxlanmagla isti
preslemays moruz galmisdir vo 30 dog. arzindo
otaq temperaturuna gador soyudulmusdur. Bu me-
tod polimerin hacminda mikrohissaciklorin bara-
bar paylanmasina imkan verir ki, bu da optik todqi-
gatlar tigin gox vacib faktordur. ilkin va kompozit
tobagalorin galinhigr d~50-100mkm-a barabardir.
Daxil edilon GaAs vo GaAs<Te> mikrohissacik-
lorinin miqdar1 1-dan 10 kiit.%-o godar doyisir.

NOTICOLOR VO ONLARIN
MUZAKIROSI

YSPE/x kut.%GaAsTe (x=0;2;6) voYSPE\X
kit.% GaAs (x=0;2;6) torkibli kompozitlorinds
optik udulma omsallart olaraq todqiq edilmisdir.
Tadgiqatin naticalori Sokil 1-Sokil 3-do verilmis-
dir. Hor bir torkib igiin udma omsalinin vo o?-nmn
fotonun enerjisindon asilihiglart  géstorilmisdir.
Alinmig naticoloro asason hamin kompozitlorin
gadagan olunmus zonalarinin eni vo 0 climladon
diiz va ¢op kegidlarin enerjilori hesablanmisdir.

Optik kegcidlorin qadagan olunmus zonalari-
nin eninin qiymatlori doldurucularin néviindon va
konsentrasiyasindan asili olaraq dayisir. Belo Ki,
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kompozitlords  doldurucularin konsentrasiyasinin
artmasi YSPE polimerina nisboton gadagan olun-
mus zonanin eninin azalmasi ilo miisayist olunur.
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o udma smsalinin fotonun enerjisindon astlilig::
1 - YSPE 100%, 2 - YSPE/2kit% GaAs<Te>,
3 - YSPE/2Kiit% GaAs, 4 - YSPE/ 6kiit% GaAs<Te>,
5- YSPE/6kiit% GaAs.
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Sokil 2
Diiz optik keg¢id tiglin o udma amsalmin kvadratinin
fotonun enerjisindon asilihgr: 1 - YSPE/2kit.% As<Te>,

2 - YSPE/6kit.%GaAs<Te>.
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Sakil 3

Gop optik kegid iigiin o *2 fotonun enerjisindon asililig:
1 - YSPE/2kiit%GaAs, 2 - Y SPE/6kiit.%GaAs

Alinmig naticalorin muzakirasini aparmaq
Uctin hamin istigamotds aparilmis tadqiqat islorine
nozar yetirok.

Tacribi olarag misyyan edilmis Urbax qay-
dasinin fiziki asaslandirilmasina bir sira nazari is-
lords baxilmusdir [2-6]. Lakin geyd etmok lazimdir
ki, bu istiqamatda nazari vo tocriibi tadgigatlarin
¢ox olmasina baxmayaragq, indiya kimi Urbax gay-
dasinin fiziki osaslandirilmasi miimkiin olmayib.

Tacrlbi naticalarin tohlili gostarir ki, optik
udma konarmin eksponensial formaya malik olma-
st tadqiq olunan materiallara da samil oluna bilar.

Beloliklo, geyd olunanlart nazars alib, todqiq
olunan obyektlorin optik udma konarinin ekspo-
nensial formasina baxagq.

Yuxarida geyd etdiyimiz kimi, todgiq olu-
nan kompozitlords o udma amsalinin spektral asi-
lilig1 fotonlarin enerjisindon asil olaraq, eksponen-
sial doyisir vo asagidaki qanuna tabe olur:

a=q expla(h v— qu)/ kTJ, (1)

buradah v - fotonun enerjisi, E, - 0, K-do krista-

lin gadagan olunmus zolaginin eni, co- T=0, K-do
o-nin qiymati, kK - Bolsman sabiti, o - temperatur-
dan asili olan va elektron-fonon qarsiligh tasirinds

o:aoﬁthh—w

, 2
i 2KT @)

kimi toyin olunan parametrdir, %o - optik fotonun
enerjisi, o - tacrlibadon toyin olunan sabitidir.

Molum oldugu kimi, udma omsali o-nin
spektral asililigi sado zonalar arasindaki diiziine
optik kecidlor ticlin asagidaki kimi ifads edilir.

(a-hw)=Al(ha)—Eqde,

3 2e2(2m*)E
m2ch2n

)

A

burada K - tortib gostaricisidir va icazali kecidlor
tiglin %4, qadaganlar tgiin iso 3/2-dlir, m* - gtiril-
mis effektiv kiitlo, m - sorbast elektronun kutlosi,
P{ - i-f kegidinin matris elementi, n - sindirma

2
‘piaf“ =const, (4)

amsali, ¢ - is1gin boslugqda yayilma siirati, h - Plank

89




N.N.HACIYEVA, EM.QOCAYEV, G.B.oHMODOVA, F.Q.0SODOV

sabiti, Eqa - diiziins optik kegidlarin gadagan olun-

mus zonalarmnin enidir.

Cop optik kecidlor tctin fononlarin istiraki
ilo zonalararast optik udma spektrinin bir modu
(impulsu hq va enerjisi hw=Kk@& olan iki hissadon
ibaratdir, o) udma amsali iso asagidaki kimi ifa-
do oluna bilar.

burada A - verilmis maddo iglin xarakterik olan
sabitdir, n - tortib gostoricisi (bu gosterici icazali
kecidlor Uglin 2, icazasizlor tglin 3-dur), Egi - diiz
olmayan kecidlor tigiin gadagan olunmus zonanin
enidir. Optik udulma  spektrinin  miayyan
(o >10?sm™) oblasta mivafiq hissasinin (3) vo (5)
diisturlarina  osason analizi gostorir ki, todqiq
olunan bark mohlullar, diiz vo ¢gop optik kegidlarin

(a- new) = gadagan olunmus zonalarinin eni bir-birindon az
-1 1 i
[exp (:gr) _ 1] (e — E,, + K0)" + forglonan gop zonali materiallardir.
i) -1 n
+[1— exp {— ;ﬂ [I}w— E,; + KB} (5)
Cadval 1
Optik kecidlorin gadagan olunmus zonalarmm eninin doldurucularin ndviindan va konsentrasiyasindan asili olaraq alinmig
giymetlori.
Eq Ev
YSPE | YSPE-2%GaAs | YSPE-6%GaAs | YSPE-2%GaAs<Te> | YSPE-6%GaAs<Te>
Diiz optik kecid 562 | 538 5,29 5,56 542
(o’sm?)
Cap optik kegid 531 | 504 4,92 4,84 4,46
(allzsm-JJZ)
a, sm’* 558 | 538 5,32 5,56 529

(- hw)-nin fotonlarin Aa(hv) enerjilorindon
astliligin xarakterizo edon spekiral oyrilorin analizi
ilo miayyan edilib ki, diiz vo ¢op “icazo verilmis”
optik kecidlar {igiin qadagan olunmus zonanin eni
kompozitin torkibinds GaAs-in artmast ilo xarakte-
rik olaraq todgig olunan butiin kompozitlords aza-
lir, yani, diiz optik kegidlor igiin gadagan olunmus
zonanin eni x=0; x=2; vo Xx=6 oldugda mivafiq
olaraq 5.62, 5.38, 5,29¢V oldugu halda ¢op kegid-
lor halinda hamin torkiblor {igiin gadagan olunmus
zonanin eni miivafiq olaraq 5.31, 5.04 vo 4.92eV
olmusdur. Bu qanunauygunluq YSPE+xkiit.%
GaAs<Te> kompozitlorinds do miisahids edilmis-
dir. Belo ki, x=2; vo x=6 olduqda duz optik kegid-
lor ligin qadagan olunmus zonanin eni miivafiqg
olaraq 5.56, 5.42eV oldugu halda ¢ap optik kegid-
lor {iciin gadagan olunmus zonanm eni 4.84,
4.46eV olmusdur (Cadval 1). Biitiin baxilan tor-
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kiblor Ggun ¢op optik kegidlordo istirak edon
fononlarin enerjilori mixtalif torkiblor tgtin forgli
giymeatlor alir. Sonda geyd etmak olar ki, hom diz,
hom do ¢op optik kecidlor Ggiin muvafiq torkibli
kompozitlordo gadagan olunmus zonanin eninin
forgli olmasi vo torkibdon asili olaraq miioyyan
ganununauygunlugun gozlonilmasi tadqiq olunan
kompozitlordo matrisa - doldurucu sorhoddinda
qarstligli tasirinin eyni monsali olmasim tasdiq
edir.

Kompozitlorin ~ torkibindos  GaAs  vo
GaAs<Te> olavalorinin miqdarmin artmasi ilo
hom diz, hom do ¢op optik kegidlor halinda
gadagan olunmus zonalarin eninin ganunauygun
olaraq doayismasi olavalorin elektrik migavimatlo-
rinin vo qadagan olunmus zonalarnin eninin mat-
risanin qadagan olunmus zonasinin enindon fargli
olmasi ilo alagodar ola bilar.
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OPTICAL PROPERTIES OF HDPE/GaAs and YSPE/GaAs<Te> COMPOSITES
N.N.GADZHIEVA, EM.QODJAYEV, G.B.AHMADOVA, F.G. ASADOV

Optical absorption has been studied in composites containing HDPE / x mass.% GaAsTe (x=0; 2; 6) and HDPE\x
mass.%GaAs (x=0; 2; 6). The frequency dependence of the absorption coefficient and o? for each composition was studied.
Based on the experimental results obtained, the width of the forbidden zones as well as the energies of direct and indirect
transitions were calculated.

OINITUYECKHAE CBOMICTBA KOMITO3UTOB ITIBIT/ GaAs u ITIBII/ GaAs<Te>
HHI'AIZKHUEBA, ®.M.I'OJKAEB, I'. AXMEJIOBA, ®.I'"ACA10B

HccnenoBaHo —omrTudeckoe ToronieHMe B kommosutax —coctaBa  [IOBIl/x/macc.%GaAsTe (x=0;2;6) wu
TIDBIT/xmace.%GaAs (x=0;2;6). VcclieoBaHbl 4aCTOTHBIE 3aBUCMMOCTH Ko3((HIMeHTa noryomenus 1 o2, Ha ocHoBe moy-
YCHHBIX SKCIIEPUMECHTAJIbHBIX PE3YJIbTATOB PACCUNTAHbI HIMPUHBI 3AIPCIICHHBIX 30H U SQHEPTUU MPAMBIX U KOCBEHHBIX IIEPEXO-
JIOB.
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